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1. Dolocite tip polprevodnika za kos kristalnega Si, ki vsebuje homogeno porazdeljeno donorske
primesi koncentracije: Np = 2x10'7 cm™. Izradunajte energijsko razliko (v eV) med intrinzi¢nim
in dejanskim Fermijevim nivojem in skicirajte energijske nivoje v polprevodniku. Izracunajte
tudi specifi¢no prevodnost vzorca.

(Podatki: 7= 300 K, 1, = 1300 cm*(Vs)", 1, = 450 cm*(Vs)™).
(Resitev: n-tip, Ur= 25,88 mV; Er— Ep; = 0,435 eV; 6 = 41,6 S/cm)

2. Za dano diodo smo pri temperaturi 50 °C izmerili dve toCki v prevodno polarizirani tokovno-

napetostni karakteristiki:

- [1=50,0uApriU;=0,4Vin

- L=25mApril,=0,6V.
Dolocite tok nasiCenja, Is, in diodni faktor kvalitete, n. Predpostavite lahko, da je napetost v
obeh tockah veliko vecja od termi¢ne napetosti in da je serijska upornost diode zanemarljiva.
(Resitev: Ur=27,9 mV, Is =20 nA, n =1,84)

3. Za narisano vezje doloCite mirovni bazni tok Ip, tako da bo mirovna izhodna napetost
Ucg=3 V. Vrisite delovno premico z
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tokov za posamezne krivulje.
(Podatki: ar=0,99, Ucc=6YV,
Rc=1kQ)
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(Resitev: fr=99, Ic =3 mA, Iz = 30,3 pA, tokovi: 0, 10, 20, 30, 40, 50 pA)

4. V danem vezju z MOS tranzistorjem dolocCite upornost Rp tako, da bo izhodna napetost Ups
enaka polovici napajalne napetosti Upp. NariSite nadomestno vezje za majhne signale, dolocCite
parameter g»; in izraCunajte napetostno ojacenje vezja, ki je definirano kot amplitudno razmerje
majhne izmeni¢ne komponente izhodne proti vhodni napetosti 4, = uqy/Ugs.

(Podatki: Upp=24V, Usg =6V, Ur=3V, Cotta =2 mAV?, W/L =5)
(Resitev: nasicenje, Ip =45 mA, Rp =267 Q, g1 =30 mS, 4, =-8)
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Pisete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi ena¢bami in konstantami.
Rezultati bodo objavljeni predvidoma jutri dopoldan v STUDIS-u.




